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It is known that the infrared absorption of molecules adsorbed on metal nanostructured 

surfaces is enhanced (surface enhanced infrared absorption, SEIRA). Our previous study1) 
suggested that SEIRA occurs not only on metal nanostructured surfaces but also on non-metal 
nanostructured surfaces. Therefore, we conducted a study to verify whether SEIRA also occurs 
on the nanostructured surface of silicon, a semiconductor material. Polyacrylic acid (PAA) thin 
films were prepared on nanostructured silicon substrates by spin-coating method and infrared 
absorption spectroscopy was performed. The infrared absorption spectroscopy was performed 
by Multi-angle Incidence Resolved Spectroscopy (MARIS). The nanostructure on the silicon 
substrate is a line and space structure fabricated by electron beam lithography. By focusing on 
the peak intensity of the ν(C=O) band in the obtained infrared absorption spectrum, we found 
that the infrared absorption may be enhanced when the polarization is perpendicular to the line 
structure. They are now working on measurements with different line widths of the line-and-
space structure and are trying to estimate the degree of enhancement. The details of the analysis 
results will be reported on the day. 
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金属のナノ構造表面に吸着した分子の赤外吸収が増強される現象が知られている（表

面増強赤外吸収、SEIRA）。これまでの我々の研究 1)において、SEIRA が金属のナノ

構造表面だけでなく、非金属のナノ構造表面においてもが起こることを示唆する結果

が得られている。このため，半導体材料であるシリコンのナノ構造表面においても、

SEIRA が生じるかを検証することを目的に研究を行った。ポリアクリル酸（PAA）薄膜

を、スピンコート法によりナノ構造を有するシリコン基板上に作製し、赤外吸収分光測定を行

った。赤外吸収分光測定は、多角入射分解分光法（MARIS）により行った。シリコン基板上の

ナノ構造は、電子線描画法により作製を行ったラインアンドスペース構造である。得られた赤

外吸収スペクトルにおける ν（C=O）バンドのピーク強度に着目したところ、線構造に垂直な

偏光で測定を行った際に赤外吸収の増強が起きている可能性があることが分かった。現在、ラ

インアンドスペース構造の線幅を変えた測定に取り組み、増強度の見積もりにも挑戦してい

る。解析結果の詳細を当日報告する予定である。 
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